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В настоящей работе впервые исследованы основные  физические свойства наноразмерных структур NiSi2,  созданных на поверхности Si методом низкоэнергетической ионной имплантации. 
Исследования проводились и для пленок NiSi2/Si, полученных имплантацией ионов Ni с E0=3 и 5 keV. При этом после прогрева формировались пленки NiSi2 с толщиной 4.5-5.0 и 6.0-6.5 nm соответственно. В таблице приведены некоторые физические параметры Si и пленки NiSi2/Si с толщиной d = 3.0 и 6.0 nm, где φ и Ф - термо и фотоэлектронная работу выхода, Eg- ширина запрещенной зоны, χ-сродство к электрону, σm -максимальное значение коэффициента ВЭЭ,  γ-квантовый выход фотоэлектронов, ρ - удельное сопро​тивление. Для сравнения там же приведены параметры для толстой пленки NiSi2 с толщиной 50.0 nm, полу​ченной методом твердофазной эпитаксии. Из таблицы видно, что ширина запрещенной зоны NiSi2 с d = 3.0 nm составляет 0.6 eV и обладает свойствами, близкими к металлам (ρ=80 μΩ·ϲm). При этом значение σm и γ увеличивается до 1.5 и 2 раза. По-видимому, эмиссион​ная эффективность слоев NiSi2 немного больше, чем эф​фективности слоев Si, что может быть связано с замет​ным отличием атомной плотности NiSi2 (~ 4.5g/cm3) от плотности Si (2.42g/cm3). Электронные и оптические свойства пленок NiSi2 с d = 6.0 nm существенно не отличались от таковых для толстой пленки.

Зонно-энергетические, эмиссионные и оптические параметры Si(111) и пленок NiSi2/Si(111)
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	Y
	ρ,μΩ·ϲm

	Si(111)
	0
	4.7
	5.1
	1.1
	4
	1.1
	2*10-4
	5*106

	NiSi2/Si(111)
	3.0
	4.3
	4
	0.6
	3.4
	1.5
	4*10-4
	80

	
	6.0
	-
	4
	0.5
	3.5
	1.6
	4*10-4
	60

	
	50.0
	4.2
	4
	0.5
	3.5
	1.6
	-
	55


_1642936862.unknown

_1642936898.unknown

_1642936629.unknown

